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摘要(译)

本发明的目的是提供一种开口率增加的液晶显示装置和电子设备。本发
明包括具有绝缘表面的衬底，形成在衬底上的晶体管，电连接到晶体管
的像素电极。晶体管包括栅电极，栅电极上的栅绝缘层，在栅绝缘层上
具有微晶结构的半导体层，以及在具有微晶结构的半导体层上的缓冲
层。晶体管的沟道宽度W和晶体管的沟道长度L满足0.1≤W/L≤1.7的关
系。
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